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Аннотация дисциплины 
Б1.Б.19 «Основы технологии электронной компонентной базы» 
 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет: 3 ЗЕТ (108 ч). 
Цели и задачи дисциплины: 
Цель изучения дисциплины – получение углубленного профессионально-

го образования по технологии электронной компонентной базы, позволяющего 
выпускнику обладать предметно-специализированными компетенциями, спо-
собствующими востребованности на рынке труда, обеспечивающего возмож-
ность быстрого и самостоятельного приобретения новых знаний, необходимых 
для адаптации и успешной профессиональной деятельности в области микро- и 
наноэлектроники. 

Задачи преподавания дисциплины состоят в освоении студентами ком-
плекса теоретических и практических знаний, позволяющих им свободно ори-
ентироваться в современном производстве полупроводниковых приборов и ин-
тегральных схем. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

ОПК-7 
способностью учитывать современные тенденции развития электроники, изме-
рительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 
профессиональной деятельности 

ПК-1 

способностью строить простейшие физические и математические модели при-
боров, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 
функционального назначения, а также использовать стандартные программные 
средства их компьютерного моделирования 

ПК-2 

способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике эф-
фективную методику экспериментального исследования параметров и характе-
ристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники 
различного функционального назначения 

 
Основные дидактические единицы (разделы): 
Этапы развития и современное состояние технологии материалов и при-

боров макро-, микро- и наноэлектроники Основные процессы технологии элек-
тронной компонентной базы. Общие принципы термодинамического управле-
ния равновесными и неравновесными процессами. Управление структурными 
равновесиями и дефектообразованием в кристаллах. Управление фазовыми и 
химическими равновесиями  в технологических процессах электроники. Управ-
ление диффузионными и кинетическими и кинетическими явлениями в техно-
логических процессах электроники. Управление свойствами поверхности, 
межфазными взаимодействиями и формированием нанообъектов. Физико-
технологические основы формирования эпитаксиальных слоев, многоуровне-



 52 

вой металлизации, легирования и осаждения диэлектрических слоев. Физиче-
ские основы функционального контроля элементов электронной компонентной 
базы 

 
В результате изучения дисциплины «Основы технологии электрон-

ной компонентной базы» студент должен: 
знать:  
– физико-технологические основы процессов производства изделий элек-

тронной компонентной базы, особенности проведения отдельных технологиче-
ских операций (ПК-1); 

уметь: 
– рассчитывать физико-технологические условия для проведения отдель-

ных технологических процессов для получения активных и пассивных элемен-
тов электронной компонентной базы с требуемыми конструктивными и 
электро-физическими параметрами (ПК-2); 

владеть: 
– методиками контроля и анализа процессов электронной компонентной 

базы (ОПК-7). 
 
 
Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические за-

нятия. 
Формы контроля: экзамен. 


